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Exercice 2 : (12 points)
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j Nombre d’Avogadro

Densité effective d’etats €nergétiques a 300 K, N = 1.04.101°
L

e de la bande interdite Eg=0,67 ev.

Na=6,023.1023

atome/mol, K= 8,62.10° eV/K.

atomes/cm?®, Nv = 6.10'® atomes/cm?.
Déterminer Je nombre d’atomeg par cm3,

Calculer 1a constante du réseau ainsi Je rayon atomique du germanium.

Déduire ’expression de Ia densité intrinséque n; et la position du niveau de Fermi intrinséque.

Calculer 1a concentration intrinséque et la position du niveau de Fermi a 300K

Dans une jonction PN, Ia distribution de charge est donnée par la relation suivante 3
0, si—w<x = —Ip
—qN,, si—Ilp<x<0
| TqNp, si0=x < +in
0 sitlnsx< 4+

Na et Np sont respectivement Ia densité d’accepteurs et la densité de donneurs.
Quel est le type de cette jonction ? »
Exprimer, en fonction de x, le champ électrique E(x) a I'intérieur de la zone de déplétiqn‘ Ip, Ir
Déduire la relation entre Na, Np, I, et I, puis représenter le champ électrique E(x). ,

On considere une diode a jonction PN a base de Si avec comme dopage en accepteurs Na
, RRER
et en donneurs Np = 10" cm™.
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